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AmplificaciónAmplificaciónAmplificación

amplificación lineal.
la salida reproduce fiel y 

proporcionalmente mayor 
la entrada.  No produce 

distorsión en la forma.

lineal o no lineal.

¿potencia?

amplificación no lineal.
la salida esta correlacionada 
con la entrada pero no será
una réplica exacta y 
proporcional de la misma

Señal
variación o cambios de 
tensión o corriente, que 
conllevan una 
información a trasmitir

digital

analógica

Amplificación
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reproducen en forma 
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más grande los cambios

de las señales de entrada

la potencia disponible en la
salida es mayor que la que
provee la señal de entrada
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Fija un punto de
trabajo en continua

para el transistor
zona de
corriente constante

Polarización

Compatible con la excursión de señal de salida 
requerida 

Mínima potencia disipada
Estable e independiente de la dispersión
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Limitaciones de potencia

PotenciaFET iD v DS 

PMAX
PotenciaBJT

iB vBE + iC vCE 

JFET
BVDSO ≥ 20 V

BVGSO = BVGDO ≥ 30 V

MOSFET
BVDSO ≥30 V

BVGSO = BVGDO ≥100 V

BJT
BVEB0 ~-6V/-8V

BVCEO ≈BVCB0 >30V

Tensiones 

de Ruptura

Datos 
fabricante

PMÄX

IDSS ,VP

BVGSO, BVDSO

JFET PMÄX

VT , K (iD@vGS)

BVGSO, BVDSO

MOSFET

βTIP (βmin, βmáx) PMÄX 

ICMAX (iC@βMIN)

BVCEO      BVCBO    BVBEO

BJT

Datos
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emisor común
base común

colector común

BJT
fuente común
puerta común
drenaje común

FET

Terminal comúnterminal de  excitación
terminal de salida

Etapas
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básicas
FET Polarizado
BJT Polarizado

Etapas básicas
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